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１．概要（Summary） 

弊社では現在 Pb(ZrxTi1-x)O3（以下 PZT）圧電薄膜

を用いたMEMSデバイスの研究開発を行っている。 

PZT 薄膜の作成方法は、主に真空プロセスを用いた

物理的手法によるものと、ゾルゲル等の化学的手法に

よるものに大別される。PZTは多元素系の材料であり、

Pb の蒸気圧が高いことや、Zr の結晶化温度が高いた

め、高性能の結晶薄膜の育成には、作成方法によりメ

リット、デメリットが存在する。 

現在、ナノファブの 4源スパッタ装置を用いて、高

度にｃ軸配向した結晶系 PZT 薄膜の作成を検討して

おり、物理的手法における課題を明確化し、課題解決

をはかる。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

多元スパッタ装置、X線回折装置 

 

【実験方法】 

多元スパッタ装置を用いて、Si 基板上に下部電極、

および PZT系薄膜を順次成膜した（Fig.1参照）。 

Si基板としては、熱酸化膜を形成した 6インチウエ

ハを用いた。スパッタパラメータとして、主に基板温

度により、基板上に合成される PZT 系薄膜の結晶性

をコントロールし、最適化を行った。 

成膜された基板の結晶性は、X線回折装置を用いて

評価を行った。 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Cross-sectional view of PZT thin films. 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

基板温度により、PZT系薄膜の結晶性が、大きく変

わるポイントが存在することが分かった。高温度側で

は、Pb の再蒸発により結晶性が劣化し、低温度側で

は、Pb 量が増えて、別の結晶層が現れた。スパッタ

による結晶化最適温度は、ゾルゲル等の化学的手法に

比べて、結晶化の温度が数百度下がることがわかった。 

 多元系の材料である PZT系薄膜は、先に述べた蒸気

圧や結晶化温度の違いにより、高温度になるほど組成

ずれが生じやすく、その結果、格子欠陥等により電気

的安定性に問題が生じやすい。スパッタではこれらの

問題を解決できる可能性があり、今後は電気的特性劣

化に関しての有用性を検証していく。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

京大ナノハブ拠点、松嶋朝明様、瀬戸弘之様、高橋

英樹様、藤谷彰久様には装置のオペレーションについ

て多大なるアドバイスを受けており、この場をお借り

しまして御礼申し上げます。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

 なし。 

 

６．関連特許（Patent） 
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